
分極接合 GaN ウエハを用いたパワー集積回路 
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【はじめに】GaNは Siの物性限界を超える材料とし

て注目されており、従来のSiによる電力変換器をGaN

に置き換えワンチップで作製できれば効率やサイズ、

動作温度等でより優れた性能を期待できる。我々は、

AlGaN/GaN系の特徴を活かした分極接合による高濃

度 2次元正孔ガス(2DHG)と 2次元電子ガス(2DEG)

形成技術および高濃度 2DHGを用いた Pチャネル型

HFETの報告を行ってきた[1-4]。本発表では、分極接

合を用いた基板上に変換器に必要とされるPチャネル

型素子と Nチャネル型素子、高耐圧 Nチャネル型素

子および高耐圧ダイオードをワンチップで試作し良好

な動作を得たので報告する。 

【実験】高濃度 2DHGおよび 2DEGが得られる分極

接合基板[1]を用いて、Pチャネル型 HFETと Nチャ

ネル型 HFET、高耐圧 Nチャネル分極スーパージャン

クション HFETおよび高耐圧分極スーパージャンク

ション・ダイオードをワンチップ上に作製した

(Fig.1(a)-(d))。Pチャネル型 HFETと Nチャネル型

HFETは、それぞれ 2DHGと 2DEGにオーミックコ

ンタクトを形成することで作製した。Pチャネル型

HFETのソース・ドレイン間距離𝐿𝑠𝑑は 50μmでチャネ

ル幅Wは100μm、Nチャネル型HFETの𝐿𝑠𝑑は50μmで

Wは 20μm、高耐圧Nチャネル型HFETの𝐿𝑠𝑑は 39μm

でWは 50μmである。高耐圧ダイオードのアノード・

カソード間距離𝐿𝑎𝑐は 20μmである。 

【結果】Fig.2にそれぞれの素子の室温での測定結果

を示す。Fig.2(a)と(b)はそれぞれ Pチャネル型 HFET

と Nチャネル型 HFETの ID-VDS特性であり、トラン

ジスタ動作していることが確認できる。Fig.2(c)は高耐

圧 Nチャネル HFETの耐圧測定の結果であり、650V

を越える高い性能が得られている。そして、Fig.2(d)

はダイオードの電流電圧特性であり、整流性がみられ

ダイオードとして動作している。これらの素子がワン

チップ上に同時に作製でき、その動作が確認できてい

る。これにより、GaNによるワンチップ変換器の実現

可能性を示すことができた。 
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Fig.1 Schematic device structures of (a) P-ch HFET, 

(b) N-ch HFET, (c) High voltage (HV) N-ch HFET 

and (d) HV diode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 (a) ID-VDS characteristics of P-ch HFET , (b) 

ID-VDS characteristics of N-ch HFET, (c) Off-state 

characteristic of HV N-ch HFET and (d) 

Current-voltage characteristic of HV diode. 
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